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Κεφάλαιο Ένα: ∆ιπολικά Transistor  
 

1.1 Εισαγωγή 
 

Το 1951 ο William Schockley εφεύρε το πρώτο transistor επαφής, µια 

ηµιαγωγική διάταξη η οποία µπορεί να ενισχύσει ηλεκτρονικά σήµατα, όπως 

ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήµατα.  

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC) είναι συνέπεια της εφεύρεσης του transistor µια και 

είναι µια µικρή διάταξη που περιέχει χιλιάδες transistor. Χάρη στο IC είναι δυνατή η 

κατασκευή σύγχρονων υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών θαυµάτων. 

Το κεφάλαιο αυτό αναλύει την λειτουργία των διπολικών transistor . Η ονοµασία 

διπολικό οφείλεται στις δυο πολικότητες που πρέπει να εφαρµοστούν για να µπορεί 

να λειτουργήσει. 

 

1.2 Transistor χωρίς πόλωση 

Το transistor αποτελείται από τρεις περιοχές προσµείξεων όπως απεικονίζεται 

στο σχήµα 1 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση).  

 

 
Σχήµα 1: Το διπολικό τρανζίστορ npn 

 
Η κάτω περιοχή ονοµάζεται εκποµπός, η µεσαία βάση και η άνω περιοχή ονοµάζεται 

συλλέκτης.  
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Το εικονιζόµενο transistor είναι τύπου npn µια και παρεµβάλλεται µια περιοχή p 

(φορείς πλειονότητας οπές) – βάση, ανάµεσα στις δυο περιοχές τύπου n (φορείς 

πλειονότητας ελεύθερα ηλεκτρόνια) –του εκποµπού και του συλλέκτη αντίστοιχα. 

Υπάρχουν και transistor τύπου pnp αλλά σε αυτή την ανάλυση θα µιλάµε µόνο για 

transistor τύπου npn.  

 Στο transistor που απεικονίζεται στο σχήµα 1 η περιοχή του εκποµπού είναι 

έντονα εµπλουτισµένη, η περιοχή της βάσης είναι ελαφρώς εµπλουτισµένη ενώ στην 

περιοχή του συλλέκτη η στάθµη εµπλουτισµού βρίσκεται σε ενδιάµεσο επίπεδο 

συγκριτικά µε τις στάθµες εµπλουτισµού των άλλων δυο περιοχών. Από άποψη 

φυσικών διαστάσεων ο συλλέκτης αποτελεί την µεγαλύτερη από τις τρεις περιοχές.  

 Το απεικονιζόµενο transistor έχει 2 επαφές: µια µεταξύ του εκποµπού και της 

βάσης και µια άλλη µεταξύ της βάσης και του συλλέκτη. Έτσι ένα transistor µοιάζει 

ότι αποτελείται από δυο διόδους. Η χαµηλότερη δίοδος ονοµάζεται δίοδος εκποµπού 

βάσης, ή απλώς δίοδος εκποµπού. Η υψηλότερη δίοδος ονοµάζεται δίοδος συλλέκτη 

βάσης ή δίοδος συλλέκτη.  

 Στο σχήµα 2 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση), τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στην 

περιοχή n διαχέονται στα άκρα της επαφής και ανασυζευγνύονται µε τις οπές της 

βάσης (περιοχή p). Σαν αποτέλεσµα της κίνησης αυτής των ελευθέρων ηλεκτρονίων 

είναι η δηµιουργία 2 περιοχών απογύµνωσης όπως φαίνεται στο σχήµα 2.  

 

 
Σχήµα 2: Περιοχές απογύµνωσης του transistor npn 

 
Για κάθε περιοχή απογύµνωσης το φράγµα δυναµικού είναι περίπου 0.7V στους 25οC 

σε ένα transistor πυριτίου.  
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1.3 Το πολωµένο transistor 

Όταν το transistor συνδεθεί µε εξωτερικές πηγές τάσης συλλέγουµε µερικά νέα 

και µη αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

 Το σχήµα 3 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) απεικονίζει ένα ορθά 

πολωµένο transistor. 

 

 
Σχήµα 3: Ένα ορθά πολωµένο transistor  

 
Τα µείον συµβολίζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Ο εκποµπός είναι η πιο έντονα 

εµπλουτισµένη περιοχή µια και σκοπός του είναι να εισάγει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 

του στην περιοχή της βάσης. Η βάση είναι η λιγότερη εµπλουτισµένη περιοχή και η 

πιο µικρή γεωµετρικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να επιτρέπει την διέλευση των 

περισσότερων ηλεκτρονίων που εκπέµπονται από τον εκποµπό προς τον συλλέκτη. Ο 

τελευταίος ονοµάζεται έτσι επειδή συλλέγει τα ηλεκτρόνια από την βάση. 

 Ο τρόπος πόλωσης του transistor του σχήµατος 3 είναι ο πιο συνήθης 

προκειµένου να πολώσουµε ένα transistor. H πηγή VBB πολώνει ορθά την δίοδο 

εκποµπού ενώ η δεξιά πηγή πολώνει, VCC, πολώνει ανάστροφα τη δίοδο συλλέκτη. 

 Όταν εφαρµόζεται ορθή πόλωση στην δίοδο εκποµπού, τα ηλεκτρόνια του 

εκποµπού δεν έχουν εισέλθει ακόµα στην περιοχή της βάσης. Αν η VBB είναι 

µεγαλύτερη από το φράγµα δυναµικού τα ηλεκτρόνια από τον εκποµπό θα εισέλθουν 

στην περιοχή της βάσης όπως φαίνεται στο σχήµα 4 (Ηλεκτρονική Malvino-6η 

Έκδοση). 
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Σχήµα 4: Κίνηση ελευθέρων ηλεκτρονίων σε ένα ορθά πολωµένο transistor  

 
Τα ηλεκτρόνια αυτά µπορούν να κινηθούν προς δυο κατευθύνσεις. Η µία είναι προς 

τα αριστερά και µέσω της RB προς το θετικό άκρο της πηγής. Η δεύτερη είναι προς 

τον συλλέκτη.  

Τα περισσότερα ηλεκτρόνια θα συνεχίσουν την πορεία τους προς τον συλλέκτη. Αυτό 

γιατί στην περιοχή της βάσης τα ελεύθερα ηλεκτρόνια έχουν µεγάλο χρόνο ζωής και 

βρίσκονται πολύ κοντά στον συλλέκτη. Ελάχιστα µονάχα ηλεκτρόνια θα 

επανενωθούν µε τις οπές της βάσης και στην συνέχεια ως ηλεκτρόνια σθένους θα 

κινηθούν µέσω της αντίστασης βάσης προς την θετική πλευρά της τροφοδοσίας VBB.   

 Όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) όλα τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια καταλήγουν στον συλλέκτη. 

 

 
Σχήµα 5: Κίνηση ελευθέρων ηλεκτρονίων σε ένα ορθά πολωµένο transistor 

 
Μόλις τα ελεύθερα ηλεκτρόνια βρεθούν στην περιοχή του συλλέκτη υπόκεινται στην 

έλξη του θετικού πόλου της πηγής πόλωσης VCC. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 



Θεωρητικό Μέρος  
∆ιπολικά Transistor 

 35

συνεχίζουν την πορεία τους µέσω της αντίστασης RC ώσπου να φθάσουν στο θετικό 

άκρο της τάσης τροφοδοσίας του συλλέκτη.  

 

1.4 Ρεύµατα transistor 

     Το σχήµα 6 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) απεικονίζει το κυκλωµατικό 

ισοδύναµο ενός transistor. Όπως απεικονίζεται υπάρχουν τρία ρεύµατα στο transistor. 

Αυτά είναι: Το ρεύµα εκποµπού (IE), το ρεύµα βάσης (IB) και το ρεύµα συλλέκτη (IC).  

 

 
Σχήµα 6: Τα τρία ρεύµατα που διαρρέουν ένα ορθά πολωµένο transistor κατά την συµβατική φορά και 

κατά την πραγµατική φορά.  
 
 Σε ένα transistor το ρεύµα του εκποµπού είναι περίπου ίσο µε το ρεύµα του 

συλλέκτη, δηλαδή E CI I≈ . Γιατί; (Απαντήστε). Το ρεύµα της βάσης είναι περίπου 

ίσο µε το 1% του ρεύµατος συλλέκτη.  

 Παράµετροι που χαρακτηρίζουν ένα transistor είναι η παράµετρος άλφα και η 

παράµετρος βήτα.  

Η παράµετρος α ορίζεται από την σχέση: 
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C
dc

E

I
I

α =   
 

Επίσης η παράµετρος β ορίζεται από τη σχέση: 
 

C
dc

B

I
I

β =  
  
Η τυπική τιµή του αdc είναι περίπου ίση από 0.95 έως 0.99. Το βdc είναι γνωστό ως 

κέρδος ρεύµατος επειδή το µικρό ρεύµα βάσης δηµιουργεί ένα πολύ µεγαλύτερο 

ρεύµα συλλέκτη. Για τα transistor χαµηλής ισχύος ( > 1W ), το κέρδος ρεύµατος είναι 

συνήθως από 100 έως 300 ενώ για ένα transistor υψηλής ισχύος είναι ίσο από 20 έως 

100. 

 

1.5 Σύνδεση κοινού εκποµπού (CE) 
 

Υπάρχουν τρεις βασικές συνδεσµολογίες ενός transistor. Αυτές είναι: 
 

• Με κοινό εκποµπό (CE) 

• Με κοινό συλλέκτη (CC) 

• Με κοινή βάση (CB) 

  
Στο σχήµα 7 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) απεικονίζεται η 

συνδεσµολογία του κοινού εκποµπού. Ονοµάζεται έτσι διότι η γείωση κάθε πηγής 

τάσης είναι συνδεµένη µε τον εκποµπό. 

 
Σχήµα 7: Συνδεσµολογία κοινού εκποµπού CE 
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Στο σχήµα 7 η πηγή VBB πολώνει ορθά την δίοδο εκποµπού, µε την RB να 

χρησιµοποιείται σαν αντίσταση περιορισµού ρεύµατος. Μεταβάλλοντας την RB ή την 

VBB µπορούµε να µεταβάλλουµε το ρεύµα βάσης. Αυτό έχει σαν επακόλουθο να 

µεταβληθεί και το ρεύµα συλλέκτη. Με άλλα λόγια το ρεύµα βάσης ελέγχει το ρεύµα 

συλλέκτη. Η τελευταία παρατήρηση είναι πολύ σηµαντική διότι ένα πολύ µικρό 

ρεύµα (βάση) µπορεί να ελέγχει ένα µεγάλο (συλλέκτη). 

Επίσης όπως φαίνεται στο ίδιο σχήµα η VCC πολώνει ανάστροφα την δίοδο συλλέκτη 

µέσω της αντίστασης RC. Ο συλλέκτης πρέπει να είναι ανάστροφα πολωµένος για να 

συλλέγει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που διαπερνούν την βάση και εκπέµπονται από τον 

εκποµπό. Η ροή του ρεύµατος βάσης δηµιουργεί τάση στα άκρα της αντίστασης 
βάσης RB µε την πολικότητα που παρουσιάζεται. Παροµοίως η ροή του ρεύµατος 

συλλέκτη δηµιουργεί τάση στα άκρα της αντίστασης βάσης RC µε την πολικότητα 

που απεικονίζεται στο σχήµα 7.  

Από το κύκλωµα του σχήµατος 7 είναι εύκολο να εξαχθούν οι παρακάτω σχέσεις : 
 

= -
= -
= -

CE C E

CB C B

BE B E

V V V
V V V
V V V

 

 

1.6 Η καµπύλη Βάσης 
 

Αν εφαρµόσουµε τον νόµο του Ohm στην αντίσταση της βάσης έχουµε: 
 

-
= BB BE

B
B

V V
I

R  
 

Όπου το VBE = 0.7 Volt. Η γραφική παράσταση της ΙΒ µε την VBE απεικονίζεται στο σχήµα 8 

(Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση): 
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Σχήµα 8: Ρεύµα βάσης transistor ως προς την τάση βάσης – εκποµπού  

 

1.7 Καµπύλες Συλλέκτη 
 

Έστω ότι µεταβάλλουµε την VBB µε τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύµα στην βάση να 

πάρει την τιµή 10 µΑ. Τότε µπορούµε να µεταβάλλουµε την VCC και να µετρήσουµε 

τις τιµές των ΙC και VCE. Η γραφική παράσταση του VCE vs IC είναι η παρακάτω 

(Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση). 
 

 
Σχήµα 9: Ρεύµα συλλέκτη ως προς την τάση συλλέκτη εκποµπού  

 
Από την γραφική παράσταση του σχήµατος 9 µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 
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• Όταν VCE = 0 Volt η δίοδος συλλέκτη δεν είναι ανάστροφα πολωµένη µε 

αποτέλεσµα να το ρεύµα συλλέκτη ΙC να ισούται µε µηδέν. 

• Όταν η VCE αυξηθεί από το µηδέν, το ρεύµα συλλέκτη αυξάνεται απότοµα.  

• Όταν η VCE φθάσει µερικά δέκατα του Volt, το ρεύµα συλλέκτη γίνεται 

σχεδόν σταθερό και ισούται µε 1 mA. 

 

Για ποιο όµως λόγο το ρεύµα του συλλέκτη παραµένει σταθερό (ενεργός περιοχή) 

στην ενεργό περιοχή παρόλο που η VCE αυξάνεται; Αυτό συµβαίνει διότι το 

ρεύµα συλλέκτη εξαρτάται µονάχα από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που εκχύνει ο 

εκποµπός στην βάση. Ο αριθµός αυτός των ηλεκτρονίων εξαρτάται µόνο από το 

κύκλωµα της βάσης και όχι από το κύκλωµα του συλλέκτη. Για αυτό το λόγο το 

ρεύµα του συλλέκτη είναι σταθερό για µια περιοχή τάσεων της VCE ( 1V < VCE < 

40V). 

Στην περιοχή όπου η VCE είναι µεγαλύτερη από τα 40 Volts, η δίοδος συλλέκτη 

καταρρέει και το transistor δεν λειτουργεί κανονικά. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται 

περιοχή κατάρρευσης. Αν το transistor καταρρεύσει, θα καταστραφεί.  

 
Παράδειγµα 1 
 

 Χρησιµοποιώντας το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος υπολογίστε το ρεύµα 

βάσης. Ποια είναι η τάση της αντίστασης βάσης; Ποιο είναι το ρεύµα συλλέκτη αν 

βdc είναι 200; (Βασική Ηλεκτρονική Malvino-4η Έκδοση) 

 

 
 
Λύση 
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Η τάση της πηγής της βάση είναι ίση µε 2V. Η τελευταία πολώνει ορθά την δίοδο 

εκποµπού µέσω της αντίστασης περιορισµού ρεύµατος των 100 kΩ. Αφού η δίοδος 

εκποµπού έχει 0.7 Volts στα άκρα της τότε η τάση στα άκρα της αντίσταση είναι ίση 

µε:  

 

2 0.7 1.3B BB BEV V V Volt= − = − =  
 

Το ρεύµα µέσω της αντίστασης βάσης είναι  
 

1.3 13
100

BB BE
B

B

V V VI A
R k

µ−= = =
Ω

 
 

Με κέρδος ρεύµατος 200, το ρεύµα του συλλέκτη είναι: 
 

(200)(13) 2.6C dc BI I mAβ= = =  
 

 
 Εφαρµόζοντας τον 2ο κανόνα του Kirchhoff στο κύκλωµα του συλλέκτη 

έχουµε ότι: 

 

CE CC C CV V I R= −  
 
Η ισχύς που καταναλώνεται από το transistor είναι ίση µε: 
 

D CE CP V I=  
 

Η ισχύς αυτή αυξάνει την θερµοκρασία επαφής της διόδου συλλέκτη. Όσο 

υψηλότερη είναι η ισχύς, τόσο υψηλότερη είναι και η θερµοκρασία επαφής. Τα 

transistors καίγονται όταν η θερµοκρασία επαφής είναι µεταξύ 150 και 200 οC. Η 

κατανάλωση ισχύος πάνω σε ένα transistor πρέπει να είναι µικρότερη από µια 

µέγιστη τιµή που αναγράφεται στο φυλλάδιο προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

 Κοιτώντας την καµπύλη του σχήµατος 9 παρατηρούµε ότι το transistor έχει 

τρεις περιοχές λειτουργίας. 

Πρώτον υπάρχει η περιοχή που το ρεύµα του συλλέκτη είναι σταθερό ενώ η VCE 

κυµαίνεται µεταξύ 1 και 40 V. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται ενεργός περιοχή. Σε αυτήν 

την περιοχή η επαφή του εκποµπού είναι ορθά πολωµένη και η επαφή του συλλέκτη 

είναι ανάστροφα.  
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Μια άλλη περιοχή λειτουργίας είναι η περιοχή κατάρρευσης. Το transistor δεν πρέπει 

να λειτουργεί στην περιοχή αυτή. 

Τρίτον, υπάρχει το τµήµα ανύψωσης της καµπύλης, όπου η VCE είναι µεταξύ 0V και 

µερικών δέκατων του Volt. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται περιοχή του κόρου. Σε αυτή 

την περιοχή η δίοδος συλλέκτη έχει ανεπαρκή θετική τάση ώστε να συλλέξει όλα τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια που εκχύνονται στην βάση από τον εκποµπό. Στην περιοχή 

αυτή, το ρεύµα βάσης ΙΒ είναι µεγαλύτερο από το κανονικό και το κέρδος ρεύµατος 

βdc είναι µικρότερο από το κανονικό.  

 Στο σχήµα 10 (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) απεικονίζεται µια οµάδα 

καµπυλών του ρεύµατος IC vs VCE για διάφορες τιµές του ρεύµατος βάσης. 

 

 
Σχήµα 10: Ρεύµα συλλέκτη ως προς την τάση συλλέκτη εκποµπού για διάφορες τιµές του ρεύµατος βάσης  
 
Προηγουµένως αναφέραµε τις τρεις περιοχές λειτουργίας του transistor. Στην 

πραγµατικότητα υπάρχει και µια τέταρτη περιοχή που ονοµάζεται περιοχή αποκοπής 

όπου το ρεύµα βάσης είναι µηδέν. Το ρεύµα συλλέκτη δεν είναι απολύτως µηδέν 

αλλά είναι πολύ µικρό της τάξης των µερικών nA και για αυτό το λόγο το αγνοούµε 

στους υπολογισµούς µας.  

 Ανακεφαλαιώνοντας είδαµε ότι στο transistor έχουµε 4 περιοχές λειτουργίας. 

Οι περιοχές αυτές και ο σκοπός τους είναι:  

 

• Ενεργός Περιοχή: Τα transistors λειτουργούν στην ενεργό περιοχή όταν 

χρησιµοποιούνται σαν ενισχυτές σε κυκλώµατα τα οποία ενισχύουν ασθενή 

σήµατα. Τα κυκλώµατα αυτά ονοµάζονται γραµµικά κυκλώµατα για τον 

λόγο ότι µεταβολές στο σήµα εισόδου παράγουν ανάλογες µεταβολές στο  
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σήµα εξόδου.  

• Περιοχές κόρου και αποκοπής : Οι περιοχές αυτές είναι χρήσιµες σε 

ψηφιακά κυκλώµατα υπολογιστών. Αυτά ονοµάζονται κυκλώµατα διακοπής.  

• Περιοχή κατάρρευσης: Το transistor δεν πρέπει να λειτουργεί στην περιοχή 

αυτή διότι θα καταστραφεί.  

 

Παράδειγµα 2 
 
 Για το κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος (Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση) 

να υπολογιστούν: IB, IC, VCE και PD.  

 

 
 
Λύση 
 

Το ρεύµα βάσης είναι ίσο µε 
10 0.7 9.3

1
CC BE

B
B

V V V VI A
R M

µ− −
= = =

Ω
 

Το ρεύµα του συλλέκτη είναι ίσο µε (300)(9.3 ) 2.79C dc BI I A mAβ µ= = =  
Η τάση συλλέκτη εκποµπού δίνεται από την σχέση 

10 (2.79 )(2 ) 4.42CE CC C CV V I R V mA k V= − = − Ω =   
Η κατανάλωση ισχύος δίνεται από την σχέση 

(4.42 )(2.79 ) 12.3D CE CP V I V mA mW= = = .  
 
 

1.8 Προσεγγίσεις transistor 
 

Το ισοδύναµο κύκλωµα ενός transistor απεικονίζεται στο σχήµα 11 

(Ηλεκτρονική Malvino-6η Έκδοση). 
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Σχήµα 11: Κυκλωµατικό ισοδύναµο transistor  

 
Στους ακροδέκτες βάσης εκποµπού επικρατεί µια τάση ίση µε VBE = 0.7 Volt, ενώ η 

δίοδος του συλλέκτη  λειτουργεί σαν πηγή ρεύµατος που αντλεί το ρεύµα συλλέκτη 

βdcIB µέσω της αντίστασης συλλέκτη.  

 

1.9 Επαναληπτικές ερωτήσεις –ασκήσεις  
 

1. Ένα transistor πόσες εµπλουτισµένες περιοχές έχει; 
 

α). 1  β) 3  γ) 2  δ) 4 
 

2. Ποιο είναι από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που κάνουν τα transistor; 
 

α) Ενισχύουν ασθενή σήµατα 

β) Ανορθώνουν την τάση της γραµµής  

γ)  Ρυθµίζουν την τάση 

δ)  Εκπέµπουν φως  

 
3. Σε ένα transistor npn οι φορείς πλειονότητας στην βάση είναι 
 

α) Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

β) Οι οπές. 

γ) Τίποτα από τα δυο. 

δ) Και τα δύο. 

 

4. Το φράγµα δυναµικού στα άκρα κάθε περιοχής απογύµνωσης είναι 

α) 0 

β) 0.3 V 

γ) 0.7 V 

δ) 1 V 
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5. Η δίοδος εκποµπού είναι συνήθως  

 
α) Πολωµένη ορθά 

β) Πολωµένη ανάστροφα 

γ) ∆εν άγει 

δ) Λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης 

 
6. Για κανονική λειτουργία του transistor η δίοδος συλλέκτη πρέπει να 
 

α) Είναι πολωµένη ορθά 

β) Πολωµένη ανάστροφα 

γ) Μην άγει 

δ) Λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης 

 
7. Η βάση του transistor npn είναι λεπτή και 
 

α) Έντονα εµπλουτισµένη 

β) Ελαφρά εµπλουτισµένη 

γ) Μεταλλική 

δ) Εµπλουτισµένη µε ένα πεντασθενές υλικό 

 
8. Τα περισσότερα ηλεκτρόνια στην βάση ενός npn transistor ρέουν  
 

α) Προς τον ακροδέκτη βάσης  

β) Στον συλλέκτη 

γ) Στον εκποµπό 

δ) Στην τροφοδοσίας της βάσης 

 
9. Τα περισσότερα ηλεκτρόνια στη βάση ενός transistor npn δεν 

ανασυζευγνύονται επειδή 

 
α) Έχουν µεγάλο χρόνο ζωής  

β) Έχουν αρνητικό φορτίο  

γ) Πρέπει να διανύουν µεγάλη διαδροµή µέσω της βάσης  

δ) Ρέουν εκτός βάσης  
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10. Τα περισσότερα ηλεκτρόνια που ρέουν µέσω της βάσης  
 

α) Ρέουν στον συλλέκτη 

β) Ρέουν προς το ηλεκτρόδιο της βάσης  

γ) Επανασυνδέονται µε τις οπές της βάσης  

δ) Επανασυνδεόνται µε τις οπές του συλλέκτη 

 
11. Το κέρδος ρεύµατος ενός transistor είναι ο λόγος  

 
α) Ρεύµατος συλλέκτη προς το ρεύµα εκποµπού 

β) Ρεύµατος συλλέκτη προς το ρεύµα βάσης  

γ) Ρεύµατος βάσης προς το ρεύµα συλλέκτη 

δ) Ρεύµατος εκποµπού προς το ρεύµα συλλέκτη 

 
12. Αυξάνοντας την τροφοδοσία συλλέκτη αυξάνεται και το  

 
α) Ρεύµα βάσης  

β) Ρεύµα συλλέκτη 

γ) Ρεύµα εκποµπού 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 
13. Ποιο είναι το σηµαντικότερο σχετικά µε το ρεύµα συλλέκτη; 

 
α) Μετρείται σε mA 

β) Ισούται µε το ρεύµα βάσης δια του κέρδους ρεύµατος  

γ) Είναι µικρό 

δ) Ισούται περίπου µε το ρεύµα εκποµπού 

 
14. Αν το κέρδος ρεύµατος είναι 200 και το ρεύµα συλλέκτη είναι 100 

mA, το ρεύµα βάσης είναι 

 
α) 0.5 mA 

β)  2 mA 

γ) 2 Α 

δ) 20 Α 
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15. Η τάση βάσης εκποµπού είναι συνήθως  
 

α) Μικρότερη από την τάση τροφοδοσίας συλλέκτη 

β) Ίση µε την τάση τροφοδοσίας της βάσης 

γ) Μεγαλύτερη από την τάση τροφοδοσίας συλλέκτη 

δ) ∆εν υπάρχει σταθερή απάντηση 

 
16. Η τάση συλλέκτη εκποµπού είναι συνήθως  

 
α) Μικρότερη από τη τάση τροφοδοσίας συλλέκτη 

β) Ίση µε την τάση τροφοδοσίας συλλέκτη 

γ) Μεγαλύτερη από τη τάση τροφοδοσίας συλλέκτη 

δ) ∆εν υπάρχει απάντηση 

 
17. Η καταναλισκόµενη ισχύς σε ένα transistor ισούται περίπου µε το 

ρεύµα συλλέκτη επί 

 

α) Την τάση βάσης εκποµπού 

β) Την τάση συλλέκτη εκποµπού 

γ) Την τάση τροφοδοσίας της βάσης  

δ) 0.7 V 

 
18. Η τάση βάσης εκποµπού είναι  

 
α) 0 β) 0.3 V  γ) 0.7V  δ) 1V 

 
19. Στην ενεργό περιοχή το ρεύµα συλλέκτη δε µεταβάλλεται σηµαντικά 

µε  

 

α) Την τάση τροφοδοσίας της βάσης  

β) Το ρεύµα βάσης  

γ) Το κέρδος ρεύµατος  

δ) Την αντίσταση συλλέκτη 

 
20. Αν η αντίσταση της βάσης είναι ανοικτή πόσο είναι το ρεύµα 

συλλέκτη; 

α) 0 β) 2 mA γ) 1 mA δ) 10 mA 
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21. Σχεδιάστε ένα transistor npn παρουσιάζοντας τις περιοχές n και p. Στην 

συνέχεια πολώστε το transistor κατάλληλα και πείτε πως λειτουργεί. 

 
22. Σχεδιάστε ένα κύκλωµα CE. 

 
23. Όταν κοιτάτε ένα σχηµατικό διάγραµµα που παρουσιάζει ένα transistor npn 

και ένα transistor pnp πως µπορείτε να αναγνωρίσετε κάθε είδος ;  

 
24. Ποια είναι τα τρία ρεύµατα σε ένα transistor και ποια η σχέση µεταξύ τους; 

 
25. Σε ένα transistor npn κατονοµάστε όλα τα ρεύµατα και δείξτε τις 

κατευθύνσεις ροής.  

 


